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EMENTA

1- Teoria da conducdo elétrica nos sélidos (Metais e Semicondutores).
2- Condutores I6nicos.

3- Principio de funcionamento de dispositivos semicondutores.

4- Supercondutividade.

5- Materais dielétricos e piezoelétricos.

6- Ceramicas éticas-Lasers.

7- Ceramicas eletro-6ticas.

CONTEUDO PROGRAMATICO

1)Teoria da Conducao Elétrica nos Sélidos.
1.1) Teoria das bandas.

1.2) Metais.

.1) Teoria dos elétrons livres.

.2) Emissdo termoi6nica e de campo.
.3) A juncao entre dois metais.

) Semicondutores.

1) Condutividade eletronica.

2) Semicondutores intrinsecos.

3) Semicondutores extrinsecos.

4) Contatos semicondutores.

5) Fotocondutividade.
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2) Condutores I6nicos.

2.1) Teoria da condutividade i6nica.
2.2) Eletrdlitos sélidos.

2.3) Condutores i6nicos rapidos.

3) Principio de Funcionamento de Dispositivos Semicondutores.
3.1) Ajungao pn.

3.2) Célula solar.

3.3) Transistor bipolar.

3.4) Transistor de efeito de campo.

3.5) Outros dispositivos.

—_— — — ~—

4) Supercondutividade.
4.1) Efeito Meissner.
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4.2
4.3
4.4
4.5

Teoria microscépica.

Teoria de Landau-Ginzburg.

Oxidos supercondutores de elevada temperatura critica.
Aplicacdes.

—_— — — ~—

5) Materiais Dielétricos e Piezoelétricos.
5.1) Aproximacdo macroscépica.
5.2) Aproximagao microscépica.
5.3) Tipos de polarizacao.

5.4) Ruptura dielétrica.

5.5) Piezoeletricidade.

6) Ceramicas Oticas-Lasers.

6.1) Introducao.

6.2) Absorcao e amplificacao.

6.3) Lasers de trés e quatro niveis.
6.4) Laser semicondutor.

7) Ceramicas Eletro-éticas.

7.1) Dependéncia do indice de refracao com o campo elétrico.
7.2) Efeitos lineares e nao lineares.

7.3) LED e foto-diodos.

7.4) Otica ndo-linear.
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